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ENTITY vceel IS
GENERIC [ eta
etai
beta
ng
ni
eps :
AlphaH:

m
Phibi

cj0

Alpham:

Eqgl s

alphaT:

betaT

Rs

Go

No

Taul

TauP

al

al

az

a3

ad

agh

agl

agz

bgo

bgl

kg2

TO

GMIN

Lambdad:

De Lam:

DLT

Rvd

REvg

RGt

RAsGa

Erep

Rwhb

Ca

C1
BORT |

END ENTITY vosel;

terminal
QUANTITY Pop, Lambda
terminal

real 8. ; - Pente du Laser
real 0. f - Injection efficiency
real ¥i ; - Fraction d'emission spomtanse dans ls mods
real 3.2 i - Indige de refraction de groupe
real 1:¢ 1 - indice du milieu
real B..{ i - Coefficient de compression de gain
real := 2. : - Facteur de Henrvy
real 0. ; - Parametre empirique
real := 0. ; - "built-in voltage" au borne de la jonction
real - Capacité de jonction "zero-kias"
real - coefficient de pertes mirpeir
real
real
real
real - Registance serie du VCSEL
real - Taux de gain differentiel
real - Nombre de porteurs a4 la transperence
real - Temps de vie des porteurs
real - Temps de vie des photons
real - Coef. du courant en temperature
real - Coef. du courant en temperature
real - Coef. du courant en temperature
real - Coef. du courant en temperature
real - Coef. du courant en temperature
real
real
real
real
real :
real ;
real i -- Température ambiante en °K
real :
real : -- Wawvelength
real : -- Bpectral width (FWHM)
real ; -- Wavelength temperature coefficient
real : -0 ; -- Resistance thermigus
real := 50.0 ;
real J0es -- Resistance thermigus
real (3 ; -- Registance thermigqus
real : -- Resistance thermicus
real .8 ; -- Regigtance thermigqus
real 3G .882-6; -- Capacité thermigque
real 3.772-9) -- Capacité thermique

knode , Cathods: TRICAL;

out real;

Tvd p,Tvg p,T8 p,Tb p : THERMAL ) ;
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dhkktkdd ek ARCUTTECTURE du VIOSEL *#+d#ddkddk btk dbdddbdddrddd

ARCHITECTURE weasgel comp OF wvosel IE
--- Declaration des porte internes

TERMINAL Tsi p,Ti p

:Chermal ;

--- déolaration deg gquantités des porte

Quantity vd across  I,ic through Anode to Cathode :

OUANTITY Ti acroes Ti p te thermal ref:

QUANTITY Tvk acroes Th p to thermal ref;

QUANTITY Tva acrogs Te p to thermal ref;

QUANTITY Tvd across Tvd p to thermal ref;

QUANTITY Twvqg across Tvg p to thermal ref;

QUANTITY Pdiss through thermal ref toe Ti p;

--- déclaration des quantités likres

QUANTITY Ioff real ; -- Offget Current

Quantitcy N real ; -- Electron MNunber

Juantitcy S real -- Fhoton Number

QUANTITY nu real ; -- Frequence opticue

OUANTITY Dmn real -- Coeffition de diffusion des porteurs
QUANTITY Des real ; -- Cogffition de diffusion des photons
QURANTITY Dpsipei : real ; -- Coeffition de diffusion de phase
QUANTITY Esp real ; -- Taux d'émissicn spontannée

QUANTITY nsp real ; -- Pacteur 4'émission spontannée
QUANTITY Fn real ; -- Neoisze source of Electron

QUANTITY Fa real ; -- Nolse gource of Photon

QUANTITY Fpsi real ; -- Noise gource of phase

CJuantity & real ; -- Gain G

fuantity PABm real ; -- Puissance optidque

Cuantity <5 : real -- Capacité de jonction

QUANTITY nud,eta eff, Vv, Nca, NcaT, Nva, NvaT: real ;

QUANTITY DGB1, DGB2, DGE3 : real ;

--- Déclaration des constantes

CONSTRENT Vg real :=C/ng ; -- Vitegse de groupe
CONSTANT Ncd :real := 0.04=219;

CONSTANT Nv0D: real := 1.3el12
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BEGIN
--Caleul de la capacité de joncticn
IF Vd»=0.0

TISE

0 == Cj0 * (1.0 + m * Vd / Phibi);
ELEE
0 == 0 / (1.0 - Vd / Phibi)**m;

END TESE;
ic == € * Vd'dot;
--Courant de seuil et nombre de porteur de seuil
Ith == (No+1.0f(Taup*GojJ*physical_q JTaun;
Nth == No+l.0/ (Taup*Go) ;
--Calcul du courant Ioff et du gain & en foncticon de la température
Ioff == a0 + al * Ti + a2 * Ti**2.0 + a3 * Ti**3.0 + a4 * Ti**4.0
G== Go;-- * (ag0 + agl*Ti + ag2*Ti**2) /(bgl + bgl*Ti + bg2*Ti**2);
--Tension aux bornes de la diode
NC&::NthiE .575;
Nva==Nca*Nv0/Nc0;
MNcaT== MNeoa* (Ti/Ta) **4;
NvaT== Nva* {Ti/Ta) **4;
vid==Eg + l.0/phyesical Q *physical K*Ti*log| (exp (N/NcaT)-1.0) * (exp(N/NvaT)-1.0));
Vv == vd +Rs*I; = =
-- Eguation de continuité des portasurs

N'dot == etai * (I-Ioff)/physical © - N/Taull - ¢ * (N - No) * &/(1.0 + eps * & ) + Fn;
--- Egquation de continuité des photons
8'dot == - 8/TauP + Beta * N / Taull + @ * (N - No) * 8 / (1.0 + epa * 8 ) + Fag;

--- Equation de continuite de la phase
i * Lambda == © H

niu == nud + AlphaH / 2.0 * {3 * (N - No)/(L.0 + eps * &) - 1.0/TauP } + Fpai;
-- Calcul du rendement efficace

eta eff == eta *(1.0 + (Ti - 228.0) * 0.65e-2);

--Energie de Gap en fonetion de T

Eg== Eg0 - ([ alphaT * Ti**2 / { Ti + betaT) );

--Longueur 4d'onde
Lambda ==Lambdad + De_Lam+tTi—T0)* DLT ;
---Puigesance optique

Pop == (physical H * nu * Alpham * Vg / 2.0 ) * 8 ;
PdBm == 10.0 * Loglo{ Pop / 1.0=-3);

--Calcul des différents coefficiente de diffusicn
Dnn == ERep * S+N / Taull;

Des == Esp * & ;

4.0 * & * Dpeipai == Rap ;

--Calcul du facteur et taux d'emissicon spontannge
Rep == nsp / TauP ;

nsp == /0N - NMo)

--Bruit

DGEl == BORT( - Z.0*Log(vnll )) * cosimath 2 pi*wnlz);
DGEEG2 == SORT( - 2Z.0*Log(wvn2l )) * cos(math 2 pi*wvn22) ;
DGE2 == SORT( - 2.0*Log(vn3l j) * cos(math_2_pi*vn32] §
----Calcul des sources de bruit

Fnn == [DGBl1 * s=grt{Dnn) ;

Fz == DGBZ * sqgrt(Dss) ;

Fpsli == DGB3 * sqrt(DPeiPei) ;
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--Puigsance digegipéa
Pdiss== I*Vv - Pop;

---Echange VCEEL volsin
CRvd: resis thermique
GENERIC MAFP (Rwvd)
PORT MAP (Ti p, Tvd p );

CRvg: resis thermique
GENERIC MAP (Rvq)
DORT MAP (Ti p, Tvg p );

--Echange VCESEL boitier

TREgf: resis thermigus
GENERIC MAP (Rgf)
PORT MAP(Ti p,Th p);

--Echange VCSEL substrat

CEwlk: resgsis thermigque
GENERICZ MAP (Ewh)
DORT MAP(Ti p,Ts p);

CCl:capa thermigque
QENERIC MAP(C1,TO0)
PORT MAPiTi_p, thermal ref) ;

CRAsGa: resis thermidue
GENERICZ MAP (Rhs3a)
PORT MAP(Ti p,Tsi p);

CCa:capa thermigue

GENEEIC MAFR (Ca,T0O)

PORT MAP[Tai_p,thermal_ref};
---CRrep: resis thermigue

-- GENERIC MAF (Erep)

-- PORT MAP(Tsi p,Ts_p);

END ARCHITECTURE wvesel comp;
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[ L1]

ENTITY DGE IS
GENEREIT i(tau : time := 0.1n8); -- Egale au pas de calcul
ENL;

Lrohitecture BEH OF DGE I8
Signal Vnll, Vnl2 : real:=0.33;

BEGIN
--Proceggus de defintion de gource d'entier aléatoire n@l
Pril: process
variakle unf : real;
variable seedl:integer := 37 ; -- 34567 ; 10345s
variable sgeed2:integer 449. -- 74981 , T4E5631
bagin
walt for tau;
Tniform(seadl, seaed2  unt) ;
Vnll <= unt;
Thiformiseadl, seed2, unt) ;
Vnlz <= unt;
end procasg Pnl;
--Fin procesus Pnl

END ;
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ENTITY generateur pseudo aleatoire is
GENERIC( n:integer:=10;

periode: time := 1ns;
Tau: time :=1ps;
skew : time := 25 psa;
jitter : time := 30 ps8;
tr pulee,tf pulse:real:=10.0=-13;
V high : real := 3.30
V low : real := 0.0 };
PORT (Terminal Qutp p: electrical);

END generateur pseudo aleatolrs;
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ENTITY Random bit 7 10 15 IS
GENERIC (n:integer:=7);
PORT (SIGNAL clock : IN bit ;
SIGNAL rbit : OUT hit);
END Random bit 7 10 15;
RFCHITECTURE BEH Random bit OF Random bit 7 10 15 IS
SIGNAL SR: bit wector(l teo n):= (others =>'1");
BEGIN
BPl:process
begin
walt until clock ='1'";
for i in 1 to n-1 loop
SR (i+1) <= BR(1);
end loop;
case n is
when 7 == ER{(l) == BR({3) xor ER(7);
when 10 =» &R{l) <= SR(3) xor SR{10);
when 15 => SR(l) <= SR(1l) xor SR(15);
when others => assert falege report "Attention: seuls 7, 10, 15 sont definis”
severity failure;
end case;
end process P1;
rbit <= EBR(nj;
END BEH_Random bit;
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ARCHITECTURE BEH generateur OF generateur pseudc aleatoire

Component Random kit 7 10 165 is
generic (n:integer) ;
port (=2ignal clock : in kit
gignal rkit : out kit);
end Component Random kit 7 10 15;
QUANTITY Vout p acreoss iout p through Outp p;
puantity Gause : real;
EIGHAL clock : bit;
SIGHAL rkit : bit;
Signal clock jitter,clock Skew: bit:
SIGHNAL VQut_int_p, &nl, EnZ : real;
BEGIN
--Création de 1'horloge
clock <= not clock after (periode);
-- Insertion du jitter
clock skewe=transport clock after skew/Z;
-- Random Bit
Zrl: Random kit 7 10 15
generic Map (n)
port Mapiclock skew,rbit);
--Horloge avec jitter
calook jitter <= olook after (Gauss*jitter) ;
Gauss == SQRT( - 2.0*Log(&nl)) * cosimath 2 pi*Sn2);
break on clock jitter;
--Procegsus de generatération de tension alfatoire
Pg: procesgs
begin
wait until cleeck Jjitter ='17;

IS

IF rbit ='1' THEN Vout int p <=V high;

ELSE Vout int p <=V low;
EMND IF;
end procegs Pog;
-- Tension de sortie
Vout p ==Vout int p'ramp (tr pulse,tf pulse);
END BEH generateur;
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ENTITY pack vecsel ther IS

GENERIC (TO : real := 298.0 ;7 -- Température ambiante
Ewb : real = 14.8 ;i -- Rezistance Wire Bonding
Rei : real := 6.3 ; -- Registance S8ilicium
Erep : real := 0.4 ; -- Resistance Report
Roouw : real := Z.0=-3 ; -- Resistance Couvert
Rfr4 : real := 52.4 ; -- Registance FR-4
Roouv air : real := 30.05 ; -- Registance Couvercle Air
Reub air : real := 20.05 ; -- Resgistance Substrart Air
Cr : real := 95.2e-9 ; -- Capacité colle ou brasure
Cel : real := 24.43 ; -- Capacité
Ca2 : real := 30.4e-3 ; -- Capacité Silicium
Ca3 : real := 20.0e-d ; -- Capacité thermique
Cad : real = 3.G8 }; -- Capacité goudure Etain-plomb

PORT (Terminal Tk p,Ts p,Ta p : THERMAL ) ;
END ENTITY pack wcsel ther;
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Rsl Rs 1:%51
Ra1 Rq 1=ghs2
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CiRp1p 1

L+ CapRos -
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